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Силициды никеля применяются в 
электронике [1]. Расчет плотности электронных 
состояний этих материалов играет важную роль 
для интерпретации их электрических свойств. 
В настоящей работе рассчитана плотность 
электронных состояний аморфного NiSi. Расчет 
основывается на формулах из  теории   Н. 
Мотта  и  Э. Девиса  для аморфных материалов 
[2]. Формула для спектральной зависимости 
оптической  постоянной ε2(ħω) была получена 
на основе формулы для проводимости. Таким 
образом, было получено выражение, где 
оптическая постоянная прямо пропорциональна 
интегралу от произведения плотности 
электронных в валентной зоне и плотности 
электронных состояний в зоне проводимости. 
Для дальнейших расчетов важную роль играет 
тот факт, что для многих аморфных 
материалов, таких как  аморфный кремний, 
аморфный германий, халькогенидные стекла и 
других материалов плотность электронных 
состояний в зоне проводимости успешно 
задается плоской вершиной, т. е. константой [3, 
4]. Тогда такую константу можно вынести из 
под знака интеграла. Затем для того, чтобы 
получить зависимость плотности электронных 
состояний от энергии, было выполнено 
дифференцирование интеграла. Таким образом, 
была получена зависимость плотности 
электронных состояний  от ε2(ħω).  

Плотность электронных состояний 
аморфного NiSi была рассчитана с 
использованием спектральной зависимости 
оптических постоянных измеренных в 
эксперименте [5, 6].  

Было установлено, что вклад в плотность 
электронных состояний в вершине валентной 
зоны и в зоне проводимости дают  d  и  s   
электроны никеля  и  p электроны кремния. 
Полученные результаты могут быть 
использованы для интерпретации 
экспериментальных измерений проводимости. 
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